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Amplificador Emisor Comun

Calculo de parametros de un Amplificador Emisor Comun
Sefales temporales y analisis de Distorsion

Disefio de un Amplificador Emisor Comun



Hallar los parametros del amplificador de la figura.

El amplificador estd implementado utilizando un transistor TBJ
conB =200yV, =40 V. Latension de alimnetaciénesV__=3.3V

y las resistencias de polarizacion son R, =10 kQ; R, =4.7kQYy
R.=100 Q.
;Cual es la senal a la salida del amplificador si se conecta ala
entrada un fuente senoidal con valor picov, =25 mV con
resistencia serie R = 1kQ; y a la salida una resistencia de R %
carga R =10kQ?

Rs

:Cuales son los parametros del
amplificador? Vs(t) Rez
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'R

Parametros delamplificador: A ;R ;R ;

Estos parametros son inherentes del amplificadory son
independientes de lo sque se conecta a la entrada o la salida

iiﬂ R iOU’[
o ouT -
o VVV? o
Vin T Rin Ao Vi T Vout
o o

Modelo general para cualquier
amplificador de tension
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Parametros delamplificador: A ;R ;R_ . .
iin | ut = 0 i
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Datos
B=200;V,=40V
=3.3V;R,, =10kQ
=4.7kQ; R, =100 Q
v_=25mV;R =1kQ

R =10kQ

...Volviendo a nuestro amplificador

VCC
RBZ

Resolver el circuito del amplificado es
como cualquier circuito con TBJ. Voo

1) Resolvemos el circuito de
polarizacidn Rg1 % Rc

2)Hallamos el modelo de pequefa

sefal R I
| [ % Re
3)Resolvemos el circuito de pequefa
senal Vs(t) Rg2 —4
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Circuito de polarizacion

1) Marcamos las referencias.

2)Suponemos MAD y resolvemos el nodo de base.

VCC_VBE(ON) VBE(ON)
I =Ipotlp, = Igp=1Ig—Ig,= R TR
B1 B2

; _33V-07V 07V
B 10 kQ 4.7 kQ

=111 uA

3)Calculamos |, y resolvemos la malla de salida.

Ieo=PI5o=222 MA = Vo=V Vy
Vo=3.3 V—100 Q 22.2 mA=1.08 V

4)Verificamos MAD y Efecto Early despreciable.

Veo=108 V>V =02V

VCEQ_VCE,sat:1+1.08 V-02V
V., 40V

1+ =1.022~1

Datos
B=200;V,=40V
V.=33V;R,, =10kQ
R, =4.7kQ;R_=100Q
v.=25mV;R_=1kQ
R =10kQ
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Modelo de pequeiia seial del transistor

El amplificador va a funciona en frecuencias medias.

Hallamos el modelo de pequefia senal para el transistor

en MAD y para bajas frecuencias.

: Polarizacién EE Datos
11 =222mA 1} B=200;V,=40V
Dl =ULpA 11V =33V;R, =10kQ
| Veeq =07V 11 R,=47k0;R =1000
1 V=108V Il v .=25mV;R =1kQ
i X R, =10kQ
Oic | _Igg_222mA
= = =— =0.8576 S
I~y _lo VvV, 259mV
dig [ | _Vi_,V 25.9 mV
ro=|—2| | =—ft=p—"=200 222 9337 Q
OV | Iyo " I 22.2 mA
dic | |1V
r,=| —= _a_ WV __i8k0
OVer o]  Ieo 222 mA
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Datos
[3:2OO;VA:4OV
V= 33V;R,, =10 kQ

MPS Polarizacion
g, =0.8576S |l = 22.2mA

Resolvemos el circuito de pequefia senal ! 'l
L or=23320 1 I =111pA

Pasivamos fuente independientes.

r.=1.8kQ V.., =07V R, = 4.7kQ;R_=100Q
e vV, =108V v,=25mV;R_=1kQ
Reemplazamos capacitores por : R =10 kO
cortocircuitos ' S, e ;
1
Rg1
Rq
&
SR
Vs(t) RB2 S
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Datos
[3:2OO;VA:4OV
V= 33V;R,, =10 kQ

MPS Polarizacion
g, =0.8576S |l = 22.2mA

Resolvemos el circuito de pequefia senal ! 'l
L or=23320 1 I =111pA

Pasivamos fuente independientes.

r.=1.8kQ V,., =07V R,, = 4.7kQ;R_=100 Q
. teeemeeemeeeaaad PV, =108V v,=25mV;R_=1kQ
Reemplazamos capacitores por . R =10 k0
cortocircuitos e ———- TR e ———— :
Reemplazamos el transistor por su modelo de pequeia sefal
________________________________________________________________ .
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Rs ——— — C <«— S —
YAYAYA . . . o P * .

)
N
<
72}
=
<
>
_>
e
=
e
98
N
<
[on
(0]
_>
VWA
;‘ﬁ
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Calculamos A,
A = Vout __ Tce
vo~ -
vin vbe

Alimponer v, se enciende la fuente

de corriente controlada.
Esta corriente, circula porr_y R_en

paralelo, dando lugar a la tension v_.

vout:vce:_gm Vbe (ro”RC)

vout _gm vbe (ro”RC)_

vo: = __gm (roHRC)

V.

n

vbe

A,=0.8576 S (1.8 kQ|[100 ©2)=—81.25

Im

MPS
=0.8576 S

r =23320

r.=18 kQ

Polarizacion
l.g = 22.2mA

bl =111 pA
'V, =07V
1V, =108V

Datos
B=200;V,=40V
V.=33V;R,, =10kQ
R, =4.7kQ;R_=100Q
v.=25mV;R_=1kQ
R =10kQ
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: MPS i | Polarizacién 1 Datos !
m R : L 1 1
Calculamos R, i g,=08576S i1 I,=222mA }; B=200;V,=40V !
 r.=2332Q i I, =11pA i1V =33V;R, =10kQ
p Vi or,=18kQ 1 V=07V i R,=47kQ;R =1000Q |
N7 Smmmmmmmaeaad "IV, =108V Il v .=25mV;R =1kQ !
n | I | 1
X R, =10kQ :
s, e eesssssssssssas L e ——— '
Como R, R, yr_estan conectadas
entre base y tierra, toda la corriente
i circula porellas cuando seimpone ) L e
in® : L i l,» b .................. . ................................. : C<£ i E
V., =L, (RBl||RB2||rf[) Vin T i RB1éRBQ Ve T (o G In Voe S To Tvce Rc i Tvout
. _ijn <R31||R32||’”ﬂ) reeeeenans 1; ........................................................... b © i
IN — S
lin i

R, =R, |IR,.|lr,=10 kQ||4.7 kQ||233.2 Q=217.35 Q
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Datos
[3:2OO;VA:4OV
V= 33V;R,, =10 kQ

MPS Polarizacion
g, =0.8576S l.g = 22.2mA

Calculamos Rour :
L or=23320 11 I =111pA

Vo r.=1.8kQ V,., =07V R,, = 4.7kQ;R_=100 Q
Rour== con v;, =0 i V. =1.08V =25mV: R_ = 1kQ
lout --------------- 1 CEQ ~ —° Vs - mv; s
R, =10kQ
o e m e e eee e s ’
Alimponerv,_=v, = 0;estamos
n e
anulando la fuente de corriente
controladayaqueg_v, =0. S e
Como RC y ro estén Conectadas entre l i l I S C<£ i g
colectory tierra, toda la corriente i o , : ] T
out s : z %
circula por ellas cuando se impone B=0 Fais Rea e f . e xg’“ e st | e 2R ¥ Pyou
Vout: = = = T - = i
: b © S T TTTTLITIITTTTTTTTTTI T :
VOUt:lOUt (RCHrO) :"""_'_'_""""'_"""""'_""""""""""""_"""J
I (RA|r )
Royr="2 (, cl "):RCHrO:lOO Q[|1.8 kQ2=94.74 Q
out
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Resumen E MPS ' E Polarizacién ! ! Datos s
I g, =0.85765 i1 1 =222mA ii B=200;V,=40V !
 r.=2332Q i I, =11pA i1V =33V;R, =10kQ

A,=—81.25 | =L8KQ 1l Vy =07V il R,=47kQ;R.=100Q |
""""""""" "1V, =108V i v =25mV;R =1kQ |
R,,=217.35 Q E E E R, =10kQ :
R, ;7=94.74 Q

j» ROUT Jﬂ j’ i l,» b .................................................... & <£ i E

[ VAVAYA o ° : 1 °
Vin T RIN% <,\/ AVO Vi T Vout H Vin T i RB1éRBZ Vpe T g <+ Im Ve ro Tvce RC i Tvout

e P |
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(Cual es lasenal alasalida?

v, =25mV;R_=1kQ; R =10kQ

e VZV >V ZA v
I S out VO S

« R »>i #0->afectaav
out out

217.35 Q
217.35 Q+1 kQ

— R _
Vl-n—VSR R =25 mV

IN s

=4.46 mV

e Comoi #0>v _#A v
out out vOo In

= A RL ~
vout_ vo Vin ROUT+RL Ay Vin
v, =—81.25-446 mV—— 0 K2 _3589 v

97.74 Q+10 kQ

* Puedo definir la ganancia
con sefal

1% Vou Vi R
Avszﬂ:ﬂlNAvo—:—14.4
v Vi, Vi R *+R,

S n

MPS E E Polarizacién E E Datos E
g, =0.8576S i1 I =222mA ii B=200;V,=40V !
r=2332Q i I =11pA i1V =33V;R,=10kQ !
r,=18KkQ 1! V=07V i R,=47kQ;R.=100Q :
--------------- ‘1 V., =108V !! v =25mV;R =1kQ !
i X R =10kQ :
--------------- I ey T L ' .

S [

...................................................................................................................

i i
R, 5 Rour | <—
AAVA © VAYAYA o
@w wt [ w3 @A | P ER
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